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* Vantagens FET:
— Mais facil e barata a fabricacao
— Menor consumo energia
— Boa “fonte de corrente”
— Projeto exige menos resistores
— Maior densidade de componentes em DIE
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Fisica de semicondutores FET

 MOSFET: transistor de efeito de campo metal-6xido-semicondutor
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* |deia basica:
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N
e Algumas caracteristicas:

— Conecta-se o substrato (body - B) ao fonte S gerando Vg
* Colocar jungao pn em corte
— Simetria vertical
— Vg Nao pode exceder 30V ruptura do 6xido da porta
e Capacitancia entrada muito baixa: cargas estaticas se acumulam
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l"(-.’FS ;

‘ (small)
GQyig=0

, = -

Induced n-channel

+
D=

p-type substrate

J=-B




* Efeito de V.:
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* Aumentando V.:
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.
e Curva do transistor MOSFET (NMOS e PMOS)

5

-€— Triodo —» €¢— Saturacio ——3>

’ < ¥ b iy 1 Uy \ i
ST IS ' Saturated
P \ k! - élr,
A ‘ T = =
| -
\
_.\
NN v - Lig
0 V, Upys
f
w 1, o
k . (vgs — Vy)vps — SVbs| regiao triodo
. Temos as constantes:
Ip = < - W/L=razdo de aspecto
1 , 14 ) . . - K’=parédmetro transcondutdncia
5 k T [(ves — V)7, regido saturacio - K=uC,,
\

10




N
* Curvas de operacao do MOSFET:
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* Funcionamento como resistor na regiao triodo

, W 1 5
ip =k A [(vGS — Ve)vps — EUDS]

Considerando um pequeno v, teremos:
ip = k’T [(vgs — Vi)vps]

Ups Ups ,
_ _ _ -1
TeET = 7 = =k T(UGS - Vt)

W
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e MOSFET deplecao
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* JFET: construcao
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* Grafico I, versus Vs para JFET
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e QOutros aspectos do JFET
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I —
Analise CC de circuitos com MOSFET

Exemplo: Projete o circuito abaixo para estabelecer uma corrente de dreno de 1mA
e uma tensao de dreno de 0OV. O MOSFET tem Vt=1V, uC_, = 60pA/V? L=3 um €
W=100 pum.
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Exemplo: encontre a tensdo no ponto indicando considerando que Vt=1V e k’(W/L)
= 0,4 mA/V?. Considere também que VDD=5V e R=100kQ

7
‘DD

19




Exemplo: considerando que Vt=1V e k’(W/L) = 1 mA/V?, encontre as tensdes e
correntes nos nos

R(;| = 10 M} § Ky — 6 k(2

()
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Amplificagdo FET
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N
e Estimando ganho para este circuito:

Vo = Vgs = Vpp — Rplp

A, =— , 1 W
v lD:EkT(vi -V )2
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e
Exemplo: considerando o circuito abaixo e os valores de
Ry=18k, V=10V, V=1V, K(W/L)=1. Se V.=150mV (pico a
pico), determine a amplitude de saida considerando um
ponto de operagao Vo o meio da reta de carga.
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e
Polarizacdo de circuitos amplificadores FET

* 0) Polarizagao por V. fixo
Ruim devido variacao de k(W/L)

I )
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* 1) Polarizagao por V fixo e resisténcia de fonte
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* Ligacoes
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Exemplo: Utilizando o modelo abaixo, projete o
circuito para estabelecer uma corrente CC de
dreno de 1mA sabendo que V;=0,5V e
K(W/L)=2mA/V? e V,=12V.
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e 2) Realimentacao de dreno para gate

Ves = Vps = Vpp — Rplp
Vop = Vgs + Rplp
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Exemplo: Tomando por base o circuito abaixo, e
uma fonte de 10V, determine Rd para que o
transistor seja polarizado com 1mA. Considere
KW/L=1mA/V~.
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